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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Получение знаний о методах моделирования и проектировании гетероструктурных СВЧ1.
МИС, включая современные подходы к автоматизированному проектированию.

1.2. Задачи дисциплины

Получение знаний о текущем уровне состояния исследований и производства СВЧ МИС.1.
Изучение основных видов проектирования гетероструктурных СВЧ МИС и их элементов.2.
Получение навыков проектирования основных типовых СВЧ МИС.3.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.08.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-5. Способен
разрабатывать
технические задания на
проектирование
технологических
процессов
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-5.1. Знает структуру и основные этапы разработки технического
задания

ПКР-5.2. Умеет составлять техническое задание на проектирование
технологических процессов производства материалов и изделий
электронной техники

ПКР-5.3. Владеет практическими навыками согласования технического
задания

ПКР-13. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПКР-13.1. Знает методы и оборудование при выполнении
экспериментальных работ

ПКР-13.2. Умеет планировать экспериментальные работы с
применением современных средств и методов

ПКР-13.3. Владеет навыками организации и постановки
экспериментальных работ
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ПКР-14. Способен
делать научно-
обоснованные выводы
по результатам
теоретических и
экспериментальных
исследований, давать
рекомендации по
совершенствованию
устройств и систем,
готовить научные
публикации и заявки на
изобретения

ПКР-14.1. Знает предмет и проблематику областей научных
исследований

ПКР-14.2. Умеет делать научно-обоснованные выводы по результатам
исследований

ПКР-14.3. Владеет методиками теоретического и экспериментального
анализа для решения практических задач в предметной области

ПКС-2. Способен
самостоятельно
разрабатывать модели
наногетероструктур,
активных и пассивных
элементов,
технологических
операций изготовления
гетероструктурных
МИС СВЧ с
использованием
технологических
систем моделирования
и проектирования
элементов и
технологий
полупроводниковых
интегральных схем, в
том числе МИС СВЧ,
изготавливаемых на
основе гетероструктур

ПКС-2.1. Знаеет современные системы моделирования и проектирования
СВЧ-устройств и МИС СВЧ

ПКС-2.2. Умеет оценивать технические и экономические риски при
выборе технологических процессов изготовления МИС СВЧ

ПКС-2.3. Владеет навыками моделирования наногетероструктур,
активных и пассивных элементов, технологических операций
изготовления гетероструктурных МИС СВЧ

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр

1 Введение
2 Моделирование элементов СВЧ МИС
3 Проектирование определенных классов СВЧ МИС
4 Общие вопросы проектирования СВЧ МИС


